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No. Solicitud Internacional

Fecha de Presentacion Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Rad N° 13-136182-00000-0000 05/junio/2013
Reivindicaciones: Rad N° 13-136182-00007-0000 21/diciembre/2015
Dibujos: Rad N° 13-136182-00000-0000 05/junio/2013
Prioridad 13/491081 07/junio/2012

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque esta solicitud fue presentada
dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486). Y su contenido técnico corresponde
con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del

Titulo X de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra
en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen
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para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria,
solo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiaran las
reivindicaciones 1 a 20 (Pags. 8 a 12 .Radicado N°. 13-136182-00007-0000). .

Titulo de la solicitud: “Empaque tridimensional para implantes médicos” (Ver pag.
2 Rad No. 13-136182-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud, consiste en la necesidad de disefiar un
empaque que permita proteger componentes electrénicos y mecanicos, sistemas
microeléctricos y mecanicos, sistemas microelectromecanicos y sutratos que
portan tales componentes en los dispositivos médicos implantables, ademas para
proteger el dispositivo de corrosion o degradacion creada por el organismo.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio propone un empaque
de multiples capas con permeabilidad baja a liquidos del organismo,
adicionalmente incrementar la adaptacion del empaque hermético para
estructuras tridimensionales e incrementar la estabilidad mecanica de tal
empaque.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes B65 D1/00.

4. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

En las reivindicaciones los términos “una pluralidad” (Reiv. 1 y 16), “una primera
porcion” y “una primera superficie” (Reiv. 1 y 13), “por lo menos” (Reiv. 1, 7 y 15),
“permeabilidad baja” (Reiv. 9) son imprecisos y/o relativos, por lo cual no
permiten distinguir la invencién del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlos o
sustituirlo por términos precisos o0 rangos concretos.

En las reivindicaciones se presentan como caracteristicas técnicas esenciales
términos generales, tales como: “una capa de energia superficial baja” y “un
revestimiento hermético” (Reiv. 1 a 20), “una primera capa”, “una segunda capa”
y “una tercera capa” (Reiv. 1), “un polimero” (Reiv. 1), “una capa protectora
biocompatible” (Reiv. 12), “un promotor adhesivo” (Reiv. 15), los cuales sugieren
de forma imprecisa que la proteccion se extiende a otras posibles variaciones o
modificaciones, se sugiere realizar las modificaciones respectivas utilizando

términos que describan de forma menos general o definir claramente los rangos.

Las reivindicaciones hacen referencia a resultados a obtener o efectos como lo
son: “una propiedad de barrera de difusion de las otras capas” (Reiv. 1), “mddulo
de Young de 0.1 a 50 GPa” (Reiv. 2), “una dureza entre 0,1 y 20 Vickers” (Reiv.
4), “una composicion que muestra un encogimiento durante la solidificacion entre
el 0,01 y el 20 por ciento” (Reiv. 5), lo cual no es permitido para caracterizar la
invencion, ya que incluiria no soélo la solucion propuesta por el solicitante sino
todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere
reemplazarlo por las caracteristicas esenciales que contribuyen a la obtencién de
ese efecto.

5. Determinacion del Estado de la Técnica
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El estado de la técnica se determin6 con base en la fecha de presentacion de la

solicitud de prioridad: junio 7 de 2012, y se encontraron

documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

los siguientes

item Documento Titulo Fecha de
Publicacién
D1 | US 2008/0051862 “Micro-miniature implantable coat device” Febrero 28 de 2008
D2 US 6,992,371 Device !ncludlng an'amorphouscarbon layer forllmp.rO\{,ed Junio 31 de 2006
adhesion of organic layers and method of fabrication

El documento D* divulga un dispositivo implantable que emplea una capa de 6xido
metalico eléctricamente aislante que esta protegido de la disolucion por un
polimero o revestimiento protector de metal (Resumen).

El documento D2 divulga un dispositivo y un método para fabricar del dispositivo
gue incluye un sustrato, una capa de material de baja energia superficial y una
capa de carbono amorfo, dispuestos sobre el sustrato y adyacente a la capa de
material de baja energia (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en “Un dispositivo médico implantable (20) que
comprende...” (Ver pag. 8 del radicado No. 13-0136182-00007-0000).

Caracteristicas esenciales D1 D2
Dispositivo que incluye un
sustrato que tiene una
El dispositivo comprende un|superficie, una capa de

revestimiento fino hermético

carbono amorfo, formada que

porcién tridimensional con una
primera superficie

iLrJT?plantagllpoSItlv?ZO) me%ﬁg aislante 'y al menos un|recubre la superficie del
polimero delgada o|sustrato, y una capa de
comprende e . . . "
recubrimiento secundario de|material de baja energia
metal (Resumen). superficial que recubre la
superficie del sustrato
(Resumen).
Dispositivo (20) que
una pluralidad de componentes | comprende un circuito
seleccionados de un transistor | integrado ("IC") de chip (20)
(8), un sistema micro [tiene  una pluralidad de | Dispositivo que incluye un
electromecanico (9) y un|almohadillas de contacto (25).|sustrato que tiene una
enlace conductor (10), [El Chip (20) puede ser|superficie (...) recubre Ila
dispuestos sobre un sustrato | fabricado sobre un sustrato de | superficie del sustrato
(23) que tiene una primera]|silicio utlizando la tecnologia | (Resumen).

de procesamiento de
semiconductores convencional
(Parr. 0024).

Una capa de energia
superficial baja (210)
depositada como un liquido

sobre la primera porcién de los
componentes, la cual incluye
yeso 0 un cemento como

No se menciona

Una capa de material de baja
energia superficial formada
que recubre la superficie del
sustrato (Reivindicacion 1).

No menciona que se incluya

aglutinante, en una cemento o aglutinante en una
concentracién de 0,1 a 30% en a9

peso concentracién de 0,1 a 30%.

un revestimiento hermético | EI recubrimiento (40) extiende | No se menciona

biocompatible (22) que|la vida de la capa

1 https://www.google.com.co/patents/US200800518627?
dg=US+2008/0051862&hl=es&sa=X&ei=Q2FbVbinPIKcgwTr4IDoDQ&ved=0CBoQ6AEWAA
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aislante (30) mediante prevenir
o ralentizar las reacciones que
pueden degradar la
capa (30). En el caso en el que
es posible mas de una
reacciéon, una pluralidad de
revestimientos (40) puede ser
beneficioso, ya que cada
revestimiento puede servir para
retardar un solo proceso, y asi
colectivamente la pluralidad de
recubrimientos extiende la vida
util mas alla de la de cualquier
recubrimiento utilizado
individualmente (Parr. 0033).

comprende una primera capa,
una segunda capa Yy una
tercera capa,

En donde cualquier una de las
tres capas consiste de un
polimero y tiene un grosor
entre 10 nm a 100 micrones, y
Una de las otras dos capas
consiste de un-material
inorgéanico, seleccionado de
oxido de silicio o nitruro de
silicio, que
presenta un grosor entre 10 a
300 nm, de manera que cada
capa difiere en por lo menos
una propiedad de barrera de

El espesor de la capa aislante
puede ser de diez micras o
menos y el espesor de la capa
secundaria puede estar entre
aproximadamente 0,1 y
aproximadamente 15 micras
(Resumen).

No se menciona

difusién de las otras capas.

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacién 1, porque divulgan un dispositivo implantable que
emplea una capa de O0xido metalico eléctricamente aislante que esta protegido de
la disolucion por un polimero o revestimiento protector de metal (Resumen).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y el dispositivo de
D1 consiste en que este Ultimo menciona la implementacion de una capa aislante
sobre un sustrato, sin embargo no especifica que dicha capa sea un material de
baja energia superficial, ni menciona el aglutinante, ni la concentracion de dicho
aglutinante.

El efecto técnico que tiene el incluir una capa de energia superficial baja es que
mejora tanto la adaptacion como la liberacibn de estrés del empaque,
adicionalmente el yeso como aglutinante en una concentracion de 0,1 a 30% es
gue mejora la resistencia del material.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ¢ Como modificar el dispositivo conocido en D1, de tal manera
qgue se logre una mejor adaptacion y liberacion del estrés del empaque y se
mejore la resistencia del material?

Sin embargo D2 habia divulgado la capa de material de baja energia
superficial (14) se proporciona en la superficie (13) de sustrato (12) en esta
realizacion particular para proporcionar la superficie (13) con propiedades Unicas
gue son inherentes a los materiales de baja energia superficial, tales como
repelencia al agua, inercia, bajo stick/alta capacidad de liberacion, de alta
resistencia eléctrica , y para el propésito de proteger la superficie (12) de la
abrasion, la contaminacion, u otra materia extrafia. Las capas de material de baja
energia superficial (14) son normalmente dificiles de humedecer, por tanto tienen
como resultado que nada se pegue o de no cubrirlo (Col. 4, lineas 5-12). Por su
parte, es conocimiento del técnico medianamente versado en la materia el uso de
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yeso o cemento como aglutinante capaz de unir fragmentos de uno o mas
materiales para formar un conjunto compacto? asimismo, con una serie de
conocimientos especificos de la invencion, estaria motivada a realizar
experimentacion de rutina y obtener una concentracion de 0,1 a 30% de yeso con
el fin de mejorar la resistencia del material. Cabe decir, que la solucién al anterior
problema técnico objetivo se encuentra dentro de un proceso de optimizacion
(Pags.2-81 a 2-85)% lo cual se encuentra dentro de la practica habitual de la
persona versada en el campo técnico establecido.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, con el
fin de resolver el problema técnico de disefiar un empaque que permita proteger
componentes electrénicos y mecanicos en los dispositivos médicos implantables,
estaria motivada a incluir materiales que tengan propiedades de baja energia
superficial y que tengan yeso como aglutinante, segun lo divulgado en el
documento D2 en el dispositivo divulgado en el documento D1 para llegar asi al
objeto de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, los documentos D1 divulgan las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

Reivindicacion 3: El dispositivo comprende un circuito integrado de chip, que tiene
una pluralidad de almohadillas de contacto, puede estar fabricado sobre un
sustrato de silicio (Parr. 0024); por otro lado es conocimiento del técnico
medianamente versado en la materia que los chips implantados en humanos
pueden tener el tamafio de un grano de arroz®*.

Reivindicacion 6, Segun la presente invencién, un recubrimiento secundario o
revestimientos se aplica al recubrimiento aislante delgada con el fin de extender la
vida util del recubrimiento aislante (Parr. 0023), y es conocimiento del técnico
medianamente versada el uso de yeso o cemento como aglutinantes capaces de
unir fragmentos de uno o mas materiales para formar un conjunto compacto®.

Reivindicacion 7: La capa de metal comprende preferiblemente oro, titanio,
platino, irido o mezclas de los mismos (Parr. 0022).

Reivindicacion 8: En una realizacion preferida, el polimero es parileno. Otros
polimeros adecuados comprenden poliimidas, siliconas, unos epoéxidos, polimeros
de cristal liquido, glicoles de polietiieno, tereftalatos de polietileno
tetrafluoroetilenos, o mezclas adecuadas de los mismos (Resumen),
adicionalmente el recubrimiento de un menos una porcién principal del dispositivo
con una capa aislante delgada hermético, y el recubrimiento de la aislante capa
con un polimero biocompatible y / o capa de metal (Parr. 0013).

Reivindicaciones 9 y 10: Dispositivo (10) comprenden un circuito integrado ("IC")
de chip (20) que tiene una pluralidad de almohadillas de contacto (25). Chip
IC (20) puede ser fabricado sobre un sustrato de silicio utilizando la tecnologia de
procesamiento de semiconductores convencional. Rodeando chip IC (20) es un
recubrimiento hermético delgado, conformada de un material aislante
inorganico (30). Alrededor de material aislante (30) es un polimero o metal de
revestimiento con forma delgada (40) Los cables (50) se extienden a través de los
revestimientos, que permite la conexibn externa para contactar
almohadillas (25) en el chip IC (20) la capa aislante inorganico hermético (30) es
preferiblemente de alrededor de diez micras de espesor (Parr. 0024).

2 https://sites.google.com/site/materialesdeconstrucion/clasificacion-de-los-materiales-de-construccion/materiales-aglutinantes
3 6 Perry Manual del Ingeniero Quimico. Tomo I. Seccidn 2. Sexta edicién. 1992. Pags. 2-81 a 2-85.

4 http://iwww.elmundofinanciero.com/noticia/38675/tendencias/mas-cerca-los-chips-implantados-en-humanos.html

5 https://sites.google.com/site/materialesdeconstrucion/clasificacion-de-los-materiales-de-construccion/materiales-aglutinantes
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Asimismo, los documentos D2 divulgan las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

Reivindicaciones 2 y 4: Materiales de baja energia superficial como el teflon (Col.
3, lineas 65 a 67), por tanto una persona del oficio normalmente versada en la
materia puede considerar que las caracteristicas mecanicas que se describen son
obvias para materiales que tienen una baja energia superficial como las del teflon
con un coeficiente de poisson de - 0.4, un médulo de tracciéon e 750n/mm? y
distintos ensayos de dureza® ,

Reivindicacion 5: La capa de energia superficial baja se deposita por medio de
deposicién quimica de vapor (CVD), Para capas delgadas (Col. 2, lineas 13-16);
una persona del oficio normalmente versada en la materia considera que este tipo
de materiales de baja energia superficial al ser depositados por medio de
deposicion de vapor quimico (CVD) cumpliran con estas condiciones, ya que esta
técnica al ser empleada para producir productos de alta pureza y capas delgadas
por lo menos tendra un factor de reduccién de 1, y cubrird todo la superficie
expuesta’.

Por otro lado la reivindicacion 13 consiste en “Un método para revestir un objeto
tridimensional...” (Ver pag. 10 del radicado No. 13-0136182-00007-0000)

Caracteristicas esenciales D1 D2

Un método de fabricacion de
un dispositivo implantable-| Un método de formaciéon de un

Un método para revestir un
objeto  tridimensional, en

donde el método comprende micro miniatu_ra_, ~ Qque dispositivo que c_omp_rende las

| . ) comprende  (Reivindicacion | etapas de: (Reivindicacion 20).

as siguientes etapas: 8)

%r;nggjeaonaquperingfrge p%?(r:ic’:g Plropor_c'ionando' ~un Eroporcionar un sustrato que

tridimensional que tiene una dlSpO_Sltlyo __micro-miniatura f tiene  una superficie
(Reivindicacion 8). (Reivindicacion 20).

primera superficie

El uso de plasma de oxigeno para
hacer la superficie rugosa vy
No se menciona afiadir oxigeno a la superficie
antes de recubrir la superficie
(Col. 2, lineas 26 a 29).

Preacondicionar la primera
porcién tridimensional,

depositar una capa de energia | Revestir un menos una|lLa formacion de una capa de
superficial baja (210) en la|porcion principal de dicho | material de baja energia
primera porcibn del objeto|dispositivo con una capa| superficial formada que recubre la

seleccionado mediante la]aislante delgada hermético | superficie del sustrato
técnica de  revestimiento | (Reivindicacion 8) y (Reivindicacion 20).
himedo;

Usando un proceso de|No menciona que sea depositado
deposicion al vacio IBAD, | mediante la técnica de
gue combina la deposicién | revestimiento himedo.

fisica de wvapor y el
bombardeo por haz de iones
para lograr una alta
densidad. El evaporador de
haz de electrones genera un
vapor de atomos de
recubrimiento que se
depositan sobre un sustrato
(Parr. 0026).

No especifica el tipo de capa

6 http://www.deels.com. ar/propiedades.php
7 https://es.wikipedia.arg/wiki/Deposici$C3%B3n_qu%C3$ADmica de vapor
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aislante.

El sustrato esta montado
sobre un soporte giratorio
para asegurar que el
revestimiento se aplica de
manera uniforme al sustrato
(Parr. 0026).

Solidificar la capa de energia
superficial baja (210), rotando

: ; No se menciona
el objeto en un eje entre 5 a

30 rpm
No menciona que de 5 a 30
rpm
En una realizacién preferida,
una capa de polimero de
parileno delgada se aplica
Depoglyar un reve§t|m|ento sobrella' capa aislante POr [ purante el proceso de depésito
hermético (22) adaptandose a | deposicidn de vapor de vacio d
; e X e vapor, las capas son
la capa de energia superficial | (Parr. 0023), y e
tipicamente llevadas a una

baja (210) y una porcién del
terminal, mediante un deposito
de vapor en un intervalo de

temperatura de 150 ° C durante
un periodo superior a 30 minutos
(Col. 2, lineas 4 a 6).

Las técnicas para depositar
recubrimientos de polimeros

temperatura entre 100 a 700|son bien conocidos e
°C y una presion en el|incluyen inmersion,
intervalo de 1 a 10 Pa. pulverizacion, revestimiento

por rotacién, deposicion

guimica de vapor ("CVvD"),
(Pérr. 0032)

El documento D1 se consideran el estado de la técnica mas cercano a la
invencion definida en la reivindicacion 13, porque divulga un método de
fabricacion de un dispositivo implantable micro-miniatura, que comprende un
dispositivo micro-miniatura; el recubrimiento de una porcion principal de dicho
dispositivo con una capa aislante delgada hermética y un recubrimiento de dicha
capa aislante con un polimero y una capa de metal (Reivindicacion 8).

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacién 13 y el método
descrito en D1 consiste en que este Ultimo no menciona la etapa de
preacondicionamiento de la primera porcidon tridimensional, asimismo no
menciona que dicha capa (210) sea de un material de baja energia superficial, ni
la velocidad del eje de rotacion.

El efecto técnico que tiene el incluir un preacondicionamiento de la primera
porcién tridimensional es que promueve la adhesion, por su parte, la capa de baja
energia superficial mejora tanto la adaptacion como la liberacion de estrés del
empaque.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ¢Como modificar el procedimiento conocido en D1, de tal
manera que se promueva la adhesion y se logre una mejor adaptacion y
liberacion del estrés del empaque?

Sin embargo D2 habia divulgado el preacondicionamiento de la porcion
tridimensional al mencionar adn existen otros métodos para promover la adhesion
de la resina fotosensible a las capas mediante el uso de plasma de oxigeno para
hacer la superficie rugosa y afiadir oxigeno a la superficie antes de recubrir la
superficie (Col. 2, lineas 26 a 29). Por su parte, la formacién de una capa de
materia de baja energia superficial (14) se proporciona en la superficie (13) de
sustrato (12) en esta realizacién particular para proporcionar la superficie (13) con
propiedades Unicas que son inherentes a los materiales de baja energia
superficial, tales como repelencia al agua, inercia, bajo stick / alta capacidad de
liberacion, de alta resistencia eléctrica, y para el propédsito de proteger la
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superficie (12) de la abrasion, la contaminacién, u otra materia extrafia. Las capas
de materiales de baja energia de superficie (14) son normalmente dificiles de
humedecer, por tanto tienen como resultado que nada se pegue o de no cubrirlo
(Col. 4, lineas 5-12).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, con el
fin de resolver el problema técnico de disefiar un empaque que permita proteger
componentes electronicos y mecanicos en los dispositivos médicos implantables,
estaria motivada a incluir, una etapa de preacondicionamiento de la porcion
tridimensional y una capa de material de baja energia superficial del documento
D2 en el método divulgado en el documento D1 para llegar asi al objeto de la
reivindicacion 13 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, el documento D1 divulgan las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

Reivindicacion 14: Usando un proceso de deposicion al vacio IBAD, que combina
la deposicion fisica de vapor y el bombardeo por haz de iones para lograr una alta
densidad. El evaporador de haz de electrones genera un vapor de atomos de
recubrimiento que se depositan sobre un sustrato (Parr. 0026).

Reivindicacion 16: Dispositivo (10) comprenden un circuito integrado ("IC") de
chip (20) que tiene una pluralidad de almohadillas de contacto (25). Chip IC (20)
puede ser fabricado sobre un sustrato de silicio utilizando la tecnologia de
procesamiento de semiconductores convencional. Rodeando chip IC (20) es un
recubrimiento hermético delgado, conformada de un material aislante
inorgénico (30). Alrededor de material aislante (30) es un polimero o metal de
revestimiento con forma delgada (40) Los cables (50) se extienden a través de los
revestimientos, que permite la conexibn externa para contactar
almohadillas (25) en el chip IC (20) la capa aislante inorganico hermético (30) es
preferiblemente de alrededor de diez micras de espesor (Parr. 0024).

Reivindicacion 19: Dispositivo (10) comprenden un circuito integrado ("IC") de
chip (20) que tiene una pluralidad de almohadillas de contacto (25). Chip IC (20)
puede ser fabricado sobre un sustrato de silicio utilizando la tecnologia de
procesamiento de semiconductores convencional. Rodeando chip IC (20) es un
recubrimiento hermético delgado, conformada de un material aislante
inorganico (30). Alrededor de material aislante (30) es un polimero o metal de
revestimiento con forma delgada (40) Los cables (50) se extienden a través de los
revestimientos, que permite la conexion externa para contactar
almohadillas (25) en el chip IC (20) la capa aislante inorganico hermético (30) es
preferiblemente de alrededor de diez micras de espesor (Parr. 0024).

Reivindicacion 20: La presente invencion utiliza uno o mas revestimientos
herméticos delgadas de un material aislante inorganico biocompatible, como los
materiales de ceramica de 6xido de metal, por ejemplo, alimina (Parr. 0021), las
técnicas para depositar recubrimientos de polimeros son bien conocidos e
incluyen inmersién, pulverizacion, revestimiento por rotacion, deposicion quimica
de vapor ("CVvD"), (Parr. 0032)

Asimismo, el documento D2 divulgan las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi

Reivindicacion 15: En el caso en que se utiliza teflon AF®, el plasma de oxigeno
hace rugosa la superficie de teflon AF®, y promueve la adhesion incrementada,
pero permite resistir disolventes para atacar el teflon AF® (Col. 2, lineas 33-37).
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Reivindicacion 17: Durante el proceso de disposicion de vapor, las capas son
tipicamente llevadas a una temperatura de 150 ° C durante un periodo superior a
30 minutos (Col. 2, lineas 4 a 6), por su parte, es conocimiento del técnico
versado en la materia que la deposicién en la vaporizacion del parileno se puede
llevar a cabo a 50mtorr (Pag. 114, B.6 Gate dielectric)®

7. Conclusiéon

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US 2008/0051862 1,4,7a13,15,17,23 a Nivel Inventivo
28,32,33,35,36,39 y 40
D2 US 6,992,371 l1a35a7,16,17,29,30y 41 Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos de la Solicitante

En relacion a los argumentos presentados por la solicitante a favor del nivel
inventivo de la reivindicacion 1 a la luz de los documentos D1 y D2, para lo cual
afirma que ninguno de los documentos D1 y D2 ensefia las caracteristicas
técnicas estructurales del dispositivo medico implantable, ni tampoco consigue
derivar estas caracteristicas técnicas esenciales. Esta oficina se permite aclarar,
que los documentos D1 y D2 divulgan dispositivos médicos implantables que son
recubiertos por una serie de capas para la proteccion de los componentes
electrénicos y mecanicos; a pesar de que el documento D1 no especifica una
capa de baja energia superficial, el documento D2 sirve como base de motivacion
para un técnico medianamente versado en la materia para llegar al objeto de la
invencion. En relacion a las nuevas caracteristicas reportadas en la reivindicacion
1, esta Oficina, se permite manifestar, que dichas caracteristicas también se
encuentran divulgadas en los documentos citados anteriormente.

Asimismo, las caracteristicas técnicas reportadas para la reivindicacion 13 tales
como “Preacondicionar una primera porcion tridimensional”, “La solidificacion de
la capa de energia superficial baja, se produce rotando el objeto alrededor de un
gfe, a una velocidad entre 5 a 30 rom”, y “El depdsito del revestimiento hermético
biocompatible, se produce mediante un deposito de vapor, a una temperatura
entre 100 a 700 °C y una presion entre 1 a IOPa” ya habian sido mencionadas
previamente en las anterioridades citadas, el documento D1 menciona que el
sustrato estd montado sobre un soporte giratorio para asegurar que el
revestimiento se aplica de manera uniforme al sustrato (Parr. 0026). Por su parte,
el documento D2 divulga el uso de plasma de oxigeno para hacer la superficie
rugosa y afadir oxigeno a la superficie antes de recubrir la superficie (Col. 2,
lineas 26 a 29) y durante el proceso de depésito de vapor, las capas son
tipicamente llevadas a una temperatura de 150 ° C durante un periodo superior a
30 minutos (Col. 2, lineas 4 a 6), de esta manera la persona medianamente
versada en la materia llegaria a la deduccién del método reclamado.

8 Organic Field Effect Transistors: Theory, Fabrication and Characterization, 2009, Consultado en linea en

https://books.google.com.co/books?
id=GD_ry6FtSEQC&pg=PA114&Ipg=PA114&dq=parylene+and+vaporizing+and+pressure+50mtorr&source=bl
&ots=m8Gmbc3VIu&sig=04eVHEUBhAylAmzhPICDdUr_jZE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi2w_ehrr7NAhWEK
h4KHYyACsgQ6AEISzAF#v=onepage&qg=parylene%20and%20vaporizing%20and%20pressure
%2050mtorr&f=false
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso de no
dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) 0 presente un nuevo capitulo
reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta
modificacion, no debera pagar la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el numero de
requerimientos por no patentabilidad estara supeditado a que el término del estudio de
patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicacion de la solicitud de
patente de invencion. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a
este requerimiento llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de
diez (10) reivindicaciones debera pagar la tasa por reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

.

—_—
=

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha 2016-06-28

Elabor6: Nelcy Lorena Montes Vanegas
Revis6: Rosa Patricia Tellez Chavarro
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